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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
透光性絶縁基板に形成された窒化物半導体の同一平面側に正と負の電極が設けられ、該電
極表面の露出部を除いて窒化物半導体層表面を被覆した保護膜を有するフリップチップ型
ＬＥＤであって、
前記保護膜は絶縁性被膜からなる第１層と、該第１層上の金属層と、該金属層上に絶縁性
被膜からなる第２層の少なくとも３層構造を有し、
さらに前記基板上の窒化物半導体から露出された基板面に、前記保護膜が形成されている
ことを特徴とするフリップチップ型ＬＥＤ。
【請求項２】
前記第１層及び／又は第２層が酸化珪素、酸化チタン、酸化ニオブ、酸化ハフニウム、酸
化アルミニウム、酸化ジルコニウム、窒化珪素及びポリイミドから選択される少なくとも
一種である請求項１に記載のフリップチップ型ＬＥＤ。
【請求項３】
前記第１層が無機絶縁膜で、前記第２層が有機絶縁膜である請求項１または２記載のフリ
ップチップ型ＬＥＤ。
【請求項４】
前記金属層が複数に分割した形状である請求項１乃至３のいずれか１項記載のフリップチ
ップ型ＬＥＤ。
【請求項５】
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前記金属層が正の電極として形成されている請求項１乃至４のいずれか１項記載のフリッ
プチップ型ＬＥＤ。
【請求項６】
前記ＬＥＤが駆動基板に電極が接続され、配置されている請求項１乃至５のいずれか１項
記載のフリップチップ型ＬＥＤ。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は各種インジケータや光プリンタのプリンタヘッド用など種々の発光素子や太陽
電池などの受光素子として利用可能なフリップチップ型光半導体素子に係わり、特に、駆
動基板上への配置においても位置精度に関わりなく短絡が極めて少ない高輝度フリップチ
ップ型光半導体素子に関する。
【背景技術】
【０００２】
　駆動基板の電極上にＬＥＤチップの電極を直接、Ａｇペーストや半田などにより導通固
定させるフリップチップ型光半導体素子がある。このようなＬＥＤチップは、導通を取る
ためにワイヤを用いる必要がなく、比較的簡単な工程で比較的小型なＬＥＤチップを搭載
することができる。
【０００３】
　このようなフリップチップ型光半導体素子の模式的断面図を図４に示す。図４にはサフ
ァイア基板４０４上にバッファ層４０５を介してｎ型窒化物半導体、ｐ型窒化物半導体が
形成されたＬＥＤチップが示されている。半導体表面側から導通を取る為に半導体の一部
を除去してｐ型及びｎ型窒化物半導体の表面をそれぞれ露出させてある。ｐ型及びｎ型窒
化物半導体の表面にはそれぞれ各ｐ型電極４１１及びｎ型電極４１２を形成してある。し
たがって、ｐ型電極４１１及びｎ型電極４１２はそれぞれ同一平面側に形成されている。
【０００４】
　ＬＥＤチップは予め駆動基板の電極パターン上にＡｇペーストなどを塗布した後、電極
面を下にした状態でＬＥＤチップを配置させる。Ａｇペーストを硬化させることで、ＬＥ
Ｄチップを固定すると共に駆動基板の電極とＬＥＤチップの各電極との導通を取ることが
できる。
【特許文献１】特開平９－１９９７８７号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　ＬＥＤチップは一片が３５０μｍ以下でＬＥＤチップ上の電極は一辺が約１００μｍ程
度と極めて小さな場合がある。この場合、ＬＥＤチップをダイボンド機器を用いて精度良
く配置させることが難しい。また、上述のフリップチップ型光半導体素子は同一面側に異
なる極性を持った半導体接合が露出形成される場合がある。そのため、Ａｇペーストなど
を介してＬＥＤチップの電極と駆動基板の電極パターンとを接続する場合、ＬＥＤチップ
の配置ずれによりＡｇペーストが半導体接合間をショートしてしまう場合がある。また、
Ａｇペーストの粘度、ＬＥＤチップ表面との表面張力によりＡｇペーストが半導体接合箇
所まで這い上がり、同様に半導体接合間を短絡してしまう場合がある。短絡は発光輝度の
低下のみならず発光素子の破壊を生ずる。このような、短絡は電極表面を除いて酸化珪素
などの保護膜４０１を形成させることによりある程度制御することができる。
【０００６】
　しかしながら、より小型化かつ歩留まりの高い光半導体素子が求められる現在において
は十分ではなく、更なる改良が求められている。特に、絶縁性被膜を成膜させると短絡を
生ずる数が減るものの、いまだ十分な歩留まりがあるフリップチップ型光半導体素子とす
ることができなかった。したがって、本発明はより短絡の少ない高輝度発光可能なフリッ
プチップ型光半導体素子を提供することを目的とする。
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【課題を解決するための手段】
【０００７】
　本発明は透光性絶縁基板に形成された窒化物半導体の同一平面側に正と負の電極が設け
られ、該電極表面の露出部を除いて窒化物半導体層表面を被覆した保護膜を有するフリッ
プチップ型ＬＥＤである。特に、保護膜は絶縁性被膜からなる第１層と、第１層上の金属
層と、金属層上に絶縁性被膜からなる第２層の少なくとも３層構造からなり、さらに前記
基板上の窒化物半導体から露出された基板面に、前記保護膜が形成されている。
【０００８】
　これにより、制御性よく絶縁被膜を半導体接合部等に形成することができると共にフリ
ップチップ型光半導体素子の電気的接続時においても極めて短絡の少ないものとし得る。
即ち、金属層（合金を含む）を形成させることにより、導電性ペーストを構成する導電性
部材が絶縁性被膜を介して進入することを防ぎ短絡を防止することができる。また、発光
素子で放出された発光波長を効率よく外部に放出させることができる、或いは外部からの
光を半導体に効率よく吸収できる受光素子とすることができる。
【０００９】
　本発明の請求項２に記載の構成は、第１層及び／又は第２層が酸化珪素、酸化チタン、
酸化ニオブ、酸化ハフニウム、酸化アルミニウム、酸化ジルコニウム、窒化珪素及びポリ
イミドから選択される少なくとも一種である。これにより、より信頼性の高いフリップチ
ップ型光半導体素子とすることができる。
【００１０】
　本発明の請求項３に記載の構成は、前記第１層が無機絶縁膜で、前記第２層が有機絶縁
膜である請求項１または２記載のフリップチップ型ＬＥＤである。
　本発明の請求項４に記載の構成は、前記金属層が複数に分割した形状である請求項１乃
至３のいずれか１項記載のフリップチップ型ＬＥＤである。
　本発明の請求項５に記載の構成は、前記金属層が正の電極として形成されている請求項
１乃至４のいずれか１項記載のフリップチップ型ＬＥＤである。
　本発明の請求項６に記載の構成は、前記ＬＥＤが駆動基板に電極が接続され、配置され
ている請求項１乃至５のいずれか１項記載のフリップチップ型ＬＥＤである。

【発明の効果】
【００１１】
　本発明はサファイア基板上の窒化物半導体を利用したフリップチップ型光半導体素子で
あり、特に光半導体素子に設けられた半導体接合を少なくとも３層構成の保護膜で被覆す
ることにより発光輝度を向上させると共に短絡の少ないフリップチップ型光半導体素子と
することができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１２】
　本発明者は種々の実験の結果、窒化物半導体素子上を被覆する被膜を特定構造とするこ
とにより、信頼性の高いフリップチップ型光半導体素子としうることを見出し本発明を成
すに至った。
【００１３】
　即ち、無機絶縁膜は緻密で欠陥のない薄膜を形成することが難しいこと、及びフリップ
チップ型光半導体素子の電気的接続に使用される導電性接着剤により短絡すると考えられ
る。より具体的には導電性接着剤を構成するＡｇなどの導電性部材は、周辺環境の水分等
によりイオン化される。イオン化された金属は、窒化物半導体との通電に伴い無機絶縁膜
内をマイグレーションして短絡を生ずる場合がある。短絡に伴い半導体の機能低下ばかり
でなく、半導体素子が破壊される場合もある。特に、半導体接合部での短絡は、窒化物半
導体素子に特に大きな影響を与えると考えられる。本発明は絶縁膜間に金属膜を挟み込む
保護膜の構成とすることにより、絶縁部材を通して半導体接合部などに形成される短絡を
防止し得るものである。なお、このような問題は発光素子のみならず受光素子においても
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同様な問題である。
【００１４】
　以下、本発明の具体的実施態様例について図１を用いて説明する。図１には、サファイ
ア基板１０４上にｎ型窒化物半導体、ｐ型窒化物半導体をそれぞれ成膜させた後、ｐ型窒
化物半導体を部分的にエッチングさせｎ型窒化物半導体層の表面まで露出させる。ｐ型及
びｎ型窒化物半導体上に電極１１０、１１１、１１２を形成させた後、プラズマＣＶＤ法
により酸化珪素を全面に成膜する。酸化珪素をマスクを利用したエッチングにより、電極
表面の一部を露出させ第１層１０１としての絶縁膜を形成させた。次に、白金をスパッタ
リング法により成膜させ、第１層上に金属層１０２を形成させる。さらに、第１層１０１
と同様にして、酸化珪素をプラズマＣＶＤ法により絶縁性の第２層１０３として成膜させ
三層構成の保護膜を形成させた。形成させたフリップチップ型光半導体素子の電極と、駆
動回路基板の電極パターンとをＣｕ含有のエポキシ樹脂を用いて電気的に接続させた。駆
動回路から電流を供給するとＬＥＤチップが発光する。ＬＥＤチップからの光はサファイ
アを直接透過して外部に取り出させるものの他、保護膜を形成する金属層により反射され
サファイア取り出されるものがある。そのため、ＬＥＤチップからの発光波長を高効率で
放出することができる。以下、本発明の各構成について詳述する。
【００１５】
　（保護膜）
　本発明の保護膜は、少なくとも絶縁性被膜からなる第１層１０１、金属層１０２、絶縁
性被膜１０３からなる第２層で構成されている。特に、保護膜は少なくとも光半導体素子
の半導体接合部をフリップチップ型光半導体素子の導通時に利用される導電性ペーストや
半田などの接触から防止するものである。したがって、各層は以下の如き特性を持ってい
ることが好ましい。
【００１６】
　（第１層１０１、２０１、３０１）
　第１層としては窒化物半導体と接して形成することができるため、窒化物半導体との密
着性が良いものが好ましい。また、第１層１０１上に金属層１０２を形成するために絶縁
性の高い絶縁膜が好ましい。第１層１０１は発光素子が発光する波長を効率よく反射する
或いは、受光素子が受光する波長に対して効率よく反射することで光利用効率を高めるこ
とができる。具体的には、第１層１０１の膜厚を発光素子の発光波長や受光素子の受光波
長に対し１／４倍の厚さとすることで反射率を向上させることができる。また、発光素子
から放出された発光波長を金属層１０２で反射させる場合は、第１層１０１が少なくとも
発光素子から放出される発光波長や受光素子で受光される受光波長に対して透光性の高い
層とすることが好ましい。
【００１７】
　このような第１層１０１に用いられる材料としては、酸化珪素、酸化チタン、酸化ニオ
ブ、酸化ハフニウム、酸化アルミニウム、酸化ジルコニウム及び窒化珪素などの金属酸化
物や金属窒化物、さらにはポリイミドなどの樹脂が好適に挙げられる。第１層１０１が無
機絶縁膜の場合はスパッタリング法や各種ＣＶＤ法などを利用することにより、小型な光
半導体素子においても制御性よく形成することができる。特に、緻密な無機絶縁膜を成膜
させるためはプラズマＣＶＤ法を利用することが好ましい。
【００１８】
　（金属層１０２、２０２、３０２）
　金属層１０２は導電時に保護膜を構成する第２層１０３を介して進入する外部などから
の金属イオンなどを実質的に防止する働きをするものである。金属層１０２は、スパッタ
リング法や真空蒸着法などにより薄膜、かつ制御性良く形成することができる他、欠陥の
少ない膜として形成しやすい。また、第１層１０１を透過した波長を効率よく反射する金
属（合金や積層物を含む）を選択することにより、集光性等を高め光取りだし効率を高め
ることができる。
【００１９】
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　このような金属層１０２は外部からのイオンの進入を止める。或いは、導電性ペースト
、導電性ペーストを構成するフィラや半田の進入を防止しうるものであれば種々の金属で
も選択することができる。金属層の具体的材料としては、ニッケル、白金、金、アルミニ
ウム、タングステン、モリブデンやこれらの合金や積層物が好適に挙げられる。
【００２０】
　金属層はイオンマイグレーションを好適に防止しうるものであるため、金属層自体がイ
オン化し難いものが好ましい。特に、銀は、導電性が高く、窒化物半導体のバンドギャッ
プに対応する光に対して反射性はよい。しかし、イオンマイグレーションを起こしやすい
銀を除いた金属元素で構成することが好ましい。また、金属層１０２の厚みは発光素子か
らの発光波長を反射及び小型化などを考慮すると百Åから数ミクロン程度の厚みで形成す
ることが好ましい。金属層１０２は短絡しない限り、窒化物半導体の全周を被覆するよう
に形成しても良いし、複数に分割した形状で形成することもできる。
【００２１】
　複数に分割された場合、ｐ型或いはｎ型の電極の一部を構成することもできる。これに
より、電極形成と同時に金属層３０２を形成することができる。そのため複数のマスクと
エッチング工程を簡略して、工程数を低減することができる。このような金属層３０２と
して具体的にはｐ型窒化物半導体の電極として機能させる場合は、オーミック接触等を考
慮して、ニッケル、コバルト、金や白金などの金属元素で構成されていることが好ましい
。同様に、ｎ型窒化物半導体の電極としても機能させる場合は、タングステン、アルミニ
ウムやチタンなどの金属元素で構成されていることが好ましい。さらに、窒化物半導体を
活性層を介してダブルへテロ構造としたＬＥＤに利用した場合、活性層の端面から放出さ
れる光が特に多いことから活性層を絶縁層を介した金属層で被覆することにより、発光効
率をより向上させることができる。
【００２２】
　（第２層１０３）
　第２層１０３は金属層１０２を被覆する絶縁被膜であり外部と窒化物半導体とを電気的
に絶縁するために設けられるものである。したがって、金属層１０２上に直接形成される
場合は金属層１０２と密着性がよく絶縁性が高いことが求められる。第２層１０３に用い
られる材料としては、第１層１０１と同様、種々の金属酸化物、金属窒化物などの無機物
質の他、有機樹脂を種々選択することができる。より具体的には、酸化珪素、酸化チタン
、酸化ニオブ、酸化ハフニウム、酸化アルミニウム、酸化ジルコニウム、窒化珪素及びポ
リイミド樹脂などを好適に挙げることができる。第２層１０３が無機絶縁膜の場合は緻密
に形成させるほど短絡の傾向が減少するが、緻密に形成させるためには成膜時間がかかる
傾向にある。
【００２３】
　一方、第２層１０３はフリップチップ型光半導体素子の最外郭に配置される場合がある
。このような、第２層１０３の場合は実装時における保護膜の損傷を防止するため、ポリ
イミドなどの絶縁性有機物質を使用することもできる。これにより、信頼性を更に向上さ
せることもできる。具体的には、窒化物半導体は、サファイア基板などの上に形成させた
後、粘着シート上でスクライブなどにより個々の窒化物半導体素子に分割される。分割さ
れた窒化物半導体素子が取り上げ可能なように粘着シートをのばし、粘着シート下部から
突き上げピンによって個々の半導体素子を突き上げ、コレットに吸着する。他方、搭載さ
せる駆動基板側の電極にＡｇペーストなどの導電性ペーストを塗布する。コレットによっ
て吸着した窒化物半導体素子を導電性ペースト上に乗せ、導電性接着剤を硬化させる。こ
れによって、所望の駆動基板上などに窒化物半導体素子を配置固定することができる。
【００２４】
　窒化物半導体素子の場合、比較的硬いサファイア基板などの上に窒化物半導体が形成さ
れる。そのため、基板側においては比較的強度が高いものの、コレットで吸着させる際、
突き上げピンは絶縁被膜を形成させた電極面側を突き上げる。そして半導体面（サファイ
ア基板に対して窒化物半導体側）を配線基板の導電部に導電性接着剤を介してフリップチ
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ップボンディングさせる。
【００２５】
　この場合、短絡不良を防止するために窒化物半導体面、窒化物半導体端面及び露出して
いる基板面等に絶縁膜を形成しているにも関わらず、短絡不良の発生率がかなり高くなる
傾向がある。この原因として、発光面が基板面の時は基板が硬いために突き上げピンによ
って傷や割れが発生し難い。特に、窒化物半導体面側を突き上げピンによって突き上げる
場合は、保護膜に傷や割れ等が発生し易くなるために短絡の発生率が高いものと考えられ
る。
【００２６】
　そこで、有機樹脂による絶縁被膜を特に第２層１０３として形成させた場合はフリップ
チップボンディング形式の窒化物半導体素子において、突き上げピンによる窒化物半導体
面の傷及び絶縁膜の割れを防止し、短絡不良がなく信頼性の高い窒化物半導体素子とする
ことができる。
【００２７】
　即ち、第２層１０３を有機絶縁膜とすることにより、配線基板への実装時における粘着
シート下部からの突き上げピンの物理的衝撃を緩和し、短絡の原因となる絶縁膜の割れ等
を効果的に防止できるものである。このような、第２層１０３にポリイミド系薄膜を利用
した場合における具体的な膜厚は、突き上げピンで突き上げた時に受ける物理的力の緩和
、及び絶縁膜の耐圧の点で１～１０μｍとすることが好ましい。また、ポリイミド系薄膜
の発光主波長における透過率が６０％以下であると、窒化物半導体素子端面からの漏光を
抑制、光学特性のばらつきの軽減される。そのため、配光特性の安定性が得られるためよ
り好ましい。
【００２８】
　（光半導体素子）
　本発明の光半導体素子は、窒化物半導体からなる受光素子や発光素子である。透光性絶
縁基板上に形成され少なくとも半導体接合を有する窒化物半導体により構成することがで
きる。具体的には、透光性絶縁基板上にＭＯＣＶＤ法やＨＶＰＥ法を用いて窒化物半導体
を形成させることができる。このような透光性絶縁基板としては、窒化ガリウム、サファ
イア（Ａｌ2Ｏ3）やスピネル（ＭｇＡｌ2Ｏ4）などが挙げられる。半導体接合としては、
ＭＩＳ接合、ＰＩＮ接合の他、ｐｎ接合が挙げられる。また、光半導体素子の特性により
、ホモやダブルへテロ構造とすることができる。さらに、単一量子井戸構造や多重量子井
戸構造とすることもできる。
【００２９】
　ｐｉｎ接合やｐｎ接合が短絡することで、半導体特性に大きな損傷が加わる。そのため
、本発明が有効に働くことになる。半導体の材料やその混晶度によって光半導体素子の発
光波長及び受光波長を紫外光から赤色領域まで種々選択することができる。
【００３０】
　なお結晶性の良い窒化物半導体を形成させるためにはサファイヤ基板を用いることが好
ましい。このサファイヤ基板上に格子不整合緩和のためにＧａＮ、ＡｌＮ等のバッファー
層を形成しその上にｐｎ接合などを有する窒化物半導体を形成させることにより半導体特
性の優れた発光素子や受光素子を構成させることができる。サファイアで基板を形成させ
ると硬度が高く、基板自体が透光性を持つと共に外部からの水分等の進入を防ぐことがで
きるため特に好ましい。
【００３１】
　窒化物半導体は、不純物をドープしない状態でｎ型導電性を示すが、ｎ型ドーパントと
してＳｉ、Ｇｅ、Ｓｅ、Ｔｅ、Ｓｎ等を適宜導入することが好ましい。また、ｎ型ドーパ
ントと微量のｐ型ドーパントとをドーピングしたダブルドーピングすることもできる。こ
れらのドーパントの種類とドーピング量を変えることによってキヤリア密度を制御し電気
抵抗を下げることができる。一方、ｐ型窒化物半導体を形成させる場合は、ｐ型ドーパン
トであるＺｎ、Ｍｇ、Ｂｅ、Ｃａ、Ｓｒ、Ｂａ等をドープさせる。窒化ガリウム半導体は
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、ｐ型ドーパントをドープしただけでは低抵抗化しにくいためｐ型ドーパント導入後に、
低速電子線照射、プラズマ照射や熱処理等させることで低抵抗化処理することができる。
【００３２】
　半導体露出面側に一対の電極を形成するためには各半導体を所望の形状にエッチングし
てあることが好ましい。エッチングとしては、ドライエッチングや、ウエットエッチング
がある。ドライエッチングとしては例えば反応性イオンエッチング、イオンミリング、集
束ビームエッチング、ＥＣＲエッチング等が挙げられる。又、ウエットエッチングとして
は、硝酸と燐酸の混酸を用いることができる。ただし、エッチングを行う前に所望の形状
に窒化珪素や酸化珪素等の材料を用いてマスクを形成することは言うまでもない。以下、
本発明の実施例について詳述するがこれのみに限定されるものでないことはいうまでもな
い。
【実施例】
【００３３】
　（実施例１）
　洗浄されたサファイアのＣ面を成膜表面としてＭＯＣＶＤ法を用いて窒化物半導体を成
膜した。成膜装置内にサファイア基板１０４を配置し６５０℃に加熱すると共に、ＴＭＧ
（トリメチルガリウム）ガス、窒素ガスを原料ガス、水素ガスをキャリアガスとして流し
バッファ層１０５を形成させた。一旦、原料ガスの導入を止めた後、成膜温度を１１５０
℃に上げＴＭＧガス、窒素ガス、水素ガスにｎ型ドーパントガスとしてシランを加えて厚
さ５μｍのｎ型窒化ガリウム層１０６を成膜した。次に、ＴＭＧガスの供給を停止し、成
膜温度を８００℃に低下させた後、ＴＭＧガス、ＴＭＡ（トリメチルアルミニウム）ガス
、窒素ガス及び水素ガスを供給させて厚さ３ｎｍの窒化インジウムガリウムを発光層１０
７として成膜させた。
【００３４】
　次に、原料ガスの供給を停止して成膜温度を１０５０℃に上げた後、再び原料ガスとし
てＴＭＧガス、ＴＭＡガス、窒素ガス、キャリアガスとして水素ガス、不純物ガスとして
シクロペンタジエチルマグネシウムを加えて厚さ３００Åのｐ型クラッド層１０８を成膜
させる。
【００３５】
　ｐ型クラッド層１０８上にＴＭＡガスの供給を停止した以外はｐ型クラッド層の形成と
同様にして厚さ１５００Åのｐ型コンタクト層１０９を成膜させる。（なお、ｐ型窒化物
半導体となる半導体層は成膜後４００℃以上で熱処理してある。）こうして活性層を介し
てダブルへテロ構造である窒化物半導体を成膜した。半導体ウエハの同一面側に電極を形
成させるため、マスクを利用して、活性層、ｐ型クラッド層、ｐ型コンタクト層を一部残
しつつｎ型コンタクト層まで、部分的にエッチングさせてある。同様に各ＬＥＤチップと
して分離できる大きさでサファイア基板上までそれぞれエッチングしてある。エッチング
後、サファイア基板上には島状の窒化物半導体層が形成されることとなる。
【００３６】
　ｐ型コンタクト層１０９と接触し全面を被覆する電極１１０として白金を５００Åでス
パッタリング法を用いて成膜した。この電極１１０上には、１００μｍ角のｐ型電極１１
１として白金を０．７μｍで成膜した。ｎ型コンタクト層１０６上には直径１００μｍの
ｎ型電極１１２としてタングステン／アルミニウムを２００Å／０．７μｍとして成膜し
た。これによって、島状の窒化物半導体上には同一平面側に正負一対の電極１１１、１１
２が形成されたことになる。
【００３７】
　各窒化物半導体が形成されたｐ型及びｎ型の各電極上に第１層１０１を形成すべく、半
導体ウエハをプラズマＣＶＤ装置内に配置させた。シランガス及び酸化窒素ガスを原料ガ
スとして酸化珪素膜を半導体ウエハの全面に形成させた。酸化珪素膜を形成後、プラズマ
ＣＶＤ装置から取り出し、レジストマスクを利用してドライエッチングさせることにより
ｐ型電極１１１及びｎ型電極１１２の表面を露出させた。レジストマスクを除去して半導
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体ウエハ上に第１層１０１となる酸化珪素膜が形成させた。
【００３８】
　続いて、半導体ウエハをスパッタリング装置内に配置させ、ターゲットをプラチナとし
スパッタリングすることにより、金属層１０２となる厚さ５００Åのプラチナを成膜させ
た。リフトオフによりｐ型電極１１１及びｎ型電極１１２の表面を露出させた。さらに、
第１層１０１と同様の条件で再び第２層１０２の酸化珪素を形成させる。その後、ｐ型電
極１１１及びｎ型電極１１２に形成されたマスクを除去する。これにより、各ｐ型電極１
１１、ｎ型電極１１２の表面及びサファイア基板１０４以外は窒化物半導体の表面には、
酸化珪素１０１、プラチナ１０２、酸化珪素１０３の三層構成となる保護膜が形成される
。半導体ウエハを分離することにより、各々フリップチップ型ＬＥＤを得ることができる
。
【００３９】
　得られたＬＥＤチップの内、１４００個を電極の間隔が約１００μである一対の電極が
形成された駆動回路上にＡｇペーストを用いてダイボンディングさせた。各ＬＥＤに電流
を流したところサファイア基板１０４を介して発光しており全て発光可能であった。
【００４０】
　（比較例１）
　金属層、第２層を設けるかわりに第１層の厚みを実施例１の保護膜の厚みと同じ膜厚と
した以外は同様にして図４の如き、フリップチップ型ＬＥＤを形成させた。実施例１と同
様に駆動回路上にＡｇペーストを用いて１４００個のＬＥＤをダイボンディングさせた。
各ＬＥＤに電流を流したところ不灯となったものが５個あった。また、発光輝度が極端に
暗くなったものが８個あった。不灯となったものを集束イオンビーム加工装置を用いて調
べたところ、保護膜を介してＡｇが貫通しているためにリークしていた。また、発光輝度
が極端に暗くなったものを除いた平均輝度を１００とした場合、実施例１の平均輝度は１
２１であった。
【００４１】
　（実施例２）
　実施例２は図２に示したＬＥＤの如く、第２層２０３を酸化珪素で形成させるかわりに
ポリイミド被膜とした。ポリイミド被膜を塗布硬化して第２層２０３を形成させた以外は
、実施例１と同様にしてフリップチップ型ＬＥＤを構成させた。得られたＬＥＤを実施例
１、比較例１と同様にして測定したところ実施例１とほぼ同様の結果が得られた。なお、
実施例２は実施例１に対して経時劣化が少なくなる傾向にある。
【００４２】
　（実施例３）
　金属層３０２の厚みを０．７μｍとして図３の如く、ｐ型電極として一体的に形成させ
た以外は、実施例１と同様にしてフリップチップ型ＬＥＤを形成させた。得られたＬＥＤ
は工程を簡略化したにもかかわらず、実施例１とほぼ同様の信頼性を得ることができた。
【図面の簡単な説明】
【００４３】
【図１】本発明のフリップチップ型光半導体素子の模式的断面図を示す。
【図２】本発明の別のフリップチップ型光半導体素子を駆動基板上に配置させた模式的断
面図を示す。
【図３】本発明の他のフリップチップ型光半導体素子の模式的断面図を示す。
【図４】本発明と比較のために示すフリップチップ型光半導体素子の模式的断面図を示す
。
【符号の説明】
【００４４】
１００、２００、３００・・・光半導体素子
１０１、２０１、３０１・・・無機絶縁膜からなる第１層
１０２、２０２・・・金属層
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１０３、３０３・・・無機絶縁膜からなる第２層
１０４、２０４、３０４・・・透光性絶縁基板
１０５、２０５、３０５・・・バッファ層
１０６、２０６、３０６・・・ｎ型コンタクト層
１０７、２０７、３０７・・・活性層
１０８、２０８、３０８・・・ｐ型クラッド層
１０９、２０９、３０９・・・ｐ型コンタクト層
１１０、２１０、３１０・・・ｐ型半導体上に形成された電極
１１１、２１１・・・ｐ型電極
１１２、２１２、３１２・・・ｎ型電極
２０３・・・有機絶縁膜からなる第２層
２１４・・・駆動基板上に形成された電極パターン
２１５・・・駆動基板
３０２・・・ｐ型電極を構成する金属層
４００・・・光半導体素子
４０１・・・無機絶縁膜からなる第１層
４０４・・・透光性絶縁基板
４０５・・・バッファ層
４０６・・・ｎ型コンタクト層
４０７・・・活性層
４０８・・・ｐ型クラッド層
４０９・・・ｐ型コンタクト層
４１０・・・ｐ型半導体上に形成された電極
４１１・・・ｐ型電極
４１２・・・ｎ型電極
【図１】 【図２】
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